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* Einteilung

— Leiter

e Silber, Kupfer

* Hohe Leitfahigkeit
— Isolator

e Porzellan, Plastik
* Hoher Widerstand

— Halbleiter

e Silizium, Germanium
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Freie Elektronen

Stark gebundene Elektronen
Lose gebundene Elektronen
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* Dotierung: Donatoren

— Einige Atome werden
ersetzt durch Donatoren

— Zusatzliche Elektronen
— Hohere Leitfahigkeit
— N-Dotierung
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Dotierung: Akzeptoren

p-dotierter
— Einige Atome werden Halbleiter
ersetzt durch Akzeptoren @ @ @
— Mangel an Elektronen @ @ @
— Hohere Leitfahigkeit
— P-Dotierung @ :3’ @
Akzeptor

Locher agieren als
positive Ladungstrager
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* p—n-Ubergang

— Elektronen fallen in

die Locher o-dotierter p-dotierter
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— Es gibt keine freien
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n-dotierter

isolierende Zone Halbleiter n-dotierter
Halbleiter




Halbleiter (7)

* p—n-Ubergang (rortsetzung)

e Spannungsversorgung
— p-Dotierung: —
— n-Dotierung: +

* Dieisolierende Zone
wird groller
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